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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月17日(2012.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電圧と第２電圧との間に並列に接続される複数の容量ユニットを備え、
　前記複数の容量ユニットの各々は、
　一方のノードが前記第１電圧に接続される容量素子と、
　前記第２電圧と前記容量素子の他方のノードとの間に接続される容量遮断回路と
　を含み、
　前記容量遮断回路は、前記容量素子から流入するリーク電流によって閾値電圧が変動す
る不揮発性メモリセルを有し、前記容量素子から流入するリーク電流が所定値を超える場
合に、前記不揮発性メモリセルの閾値電圧の上昇によって前記容量素子から前記第２電圧
へ流出するリーク電流を遮断する
　半導体装置。


	header
	written-amendment

